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【はじめに】  

GaN に関する水素イオン注入の影響を、導入欠陥並びに as-grown GaN に存在する欠陥への水素の

効果の観点から調べている。前回は、水素イオン注入により n-GaN に導入される欠陥を、DLTS 測定

により検討した結果について報告した[1]。今回、熱処理の効果について検討した結果について報告す

る。  

【実験方法】  

用いた試料は、GaN基板上 MOCVD n-GaN(Siドープ : 8.0x10
16

 cm
-3

 )であり、水素イオン注入量は、

1.0x10
10

-1.0x10
14

 cm
-2である。ショットキー電極としては Niを用いた。DLTS測定により、電子トラッ

プの評価を行った。 

【実験結果】 

 図１に、as-grown と注入量 10
13

 cm
-2試料の DLTS 信号を示す。as-grown では、MOCVD n-GaN に共

通に存在する E1(0.23 eV, 9.4x10
12

 cm
-3

)、E3(0.57 eV, 3.0x10
13

 cm
-3

 )トラップが観測されている[2]。注入

量 10
13

 cm
-2の試料では、新たに電子トラップ E0(0.13 eV, 8.0x10

15
 cm

-3
)が大きな信号として観測される

とともに、高温領域での温度上昇にともなう信号のなだらかな増加があり、近接したエネルギー準位

トラップの存在を示唆している。注入量 10
14

 cm
-2 試料は高抵抗となったためだと思われるが、DLTS

測定は不可能であった。10
14 

cm
-2試料を 450℃、３時間の熱処理を行ったところ、DLTS 測定が可能と

なった。図２に、その DLTS信号を示す。E0は観測されず、低温側に新たに EA、EB(0.24 eV, 9.0x10
15

 

cm
-3

)、また 10
13

 cm
-2試料でブロードな信号が観測された温度領域で新たな EC(0.54 eV, 1.5x10

14
 cm

-3
)、

ED(0.71 eV, 5.8x10
14

 cm
-3

)のピークが出現した。 

【まとめ】 

10
14 

cm
-2試料の 450℃熱処理後では、10

13 
cm

-2試料で観測されるトラップとは異なるピークが観測さ

れた。水素イオン注入試料では、比較的低温の熱処理で、トラップの消滅と新たな発生が生じている。

現在、10
13

 cm
-2試料で、150℃からの等時熱処理の測定を行っている。 
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Fig.1, DLTS spectra for as-grown and 

hydrogen-ion-implanted n-GaN 

Fig.2, DLTS spectrum for hydrogen-ion-

implanted n-GaN annealed at 450℃ 
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